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２． 日本側研究チームの実施概要 

 

本年度は本プロジェクトで取り扱う高 In 組成 InGaN 結晶成長技術の現状把握と課題確認

を行うために、主に従来技術を用いた InGaN 成長と評価を実施した。 
MOVPE 結晶成長装置において、現状の InGaN 成長における課題と高成長圧力の効果につ

いて確認した。InGaN MQW からの発光強度は青色で最高となり長波長化するとともに大き
く低下することが確認された。高圧成長は In 組成が同じ膜をより高い成長温度で成長でき
るため、高 In 組成 InGaN を成長するための有効な手段の一つであると言える。一方で高圧
成長では不純物濃度が増大することも確認された。これらの高 In 組成の試料においては光
学顕微鏡で観察できるほどの非発光部分が存在すること、さらに X 線回折による格子緩和が
確認され、高品質とは言えない結晶であることがわかった。これは通常の成長パラメータで
ある成長温度、成長圧力、気相比等の制御だけでは黄、赤で発光する高 In 組成 InGaN の高
品質化は困難であると言える。 

MOVPE 装置に他波長レーザ光を用いたその場観察の検証を行った。従来観察不可能であ

った InGaN 結晶成長中の膜厚、In 量や表面状態の情報をリアルタイムで得ることに成功し

た。散乱光強度の低下プロファイルから In 偏析層の形成、InGaN の成長、残留 In
の取込の様子が確認され、In 偏析層が InGaN の成長メカニズムに影響を与えている
ことが明らかになった。今後は欠陥が非常に少ない GaN を基板として用い、さらに InGaN

を層状ではなくドット状に成長することにより、高い In 量と高品質の両立の実現を目指す。 


